ANALISE DE PERDAS EM SEMICONDUTORES SIC E GAN
UTILIZADOS EM CONVERSOR DAB MULTINIVEL
APLICADO EM CARREGADOR DE VEICULO ELETRICO

Gabriel Sampaio Leite de Araujo, Helena Nordes Nogueira, Luiz Henrigue Silva Colado
Barreto

Neste projeto pretende-se desenvolver uma metodologia de comparacao
entre as perdas por conducao e comutacao geradas em semicondutores de banda
larga (SiC e GaN) aplicados em um conversor DAB (Dual Active Bridge) multinivel
monofasico projetado para aplicacao no estagio CC-CC de protétipo de um
carregador de veiculo elétrico. Primeiramente sera realizado um estudo teérico via
simulacao por meio do software PSIM, sendo consideradas apenas as perdas em
regime permanente, posteriormente sera implementado o conversor para
compararmos com o0s resultados da metodologia desenvolvida. A topologia do
conversor aplicado se caracterizada por um conversor full-bridge no primario e um
braco NPC (Neutral Point Clamped) de trés niveis no secundario. E utilizada a
modulacao Phase-Shifted Modulation (PSM), com possibilidade de variacao na
razao ciclica do primario e secundario e variagcao do angulo entre as tensdes na
ponte completa do primario e no braco NPC do secundario. O conversor sera
simulado em dois pontos de operacao, 4,8 kW e 833,3W, com 600 V e 250 V na
porta 2, com frequéncia de comutacao de 500 kHz. Com este projeto busca-se
responder diversas questdes no assunto de conversores, qual a tecnologia de
semicondutores que tem melhor aplicacao em projetos com maiores frequéncias
de chaveamento, e qual delas é mais eficiente, e mais aplicavel, e ainda assim
realizar o estudo com base no custo final, tendo em relacao o desempenho
apresentado pelo conversor.

Palavras-chave: Semicondutores. Conversor. Eletrénica de Poténcia. Engenharia
Elétrica.
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